- Tl -

Te2.2, = Exrériences de résistivité avec la pression.

Rocher (1962) ne connaissent oue les résultets de la résistivité a
température ordinaire, evait tenté d'expliouer le maximum de résistivité avec
la rression par le passape continu d'un nivesu 1ié virtuel su niveau de Fermi,
par snalogie avec les expfriences de résistivité des 2lliapes dilués de métaux
de transition (J, Friedel 1956 et 1958), Actuellement, les résultats de la résis-
tivité & la température de 1'azote liquide indicuent que 1l'Ytterbium n'e pas

toujours un comnortement métallique sous pression.

Le moddle précédemment déerit ne peut expliquer que les propriétés locales
de chaque stome de terre rare. En fait, d'arrds une suegestion de J. Kenemori, on
peut expliquer les expériences de résistivité sous pression en étudiant le ces
du métal réel avec un atome de terre rere sur chaque site cristallin : cette
Atude des effets de bande déborde le cadre du moddle théorique développé dens
les parties précédentes de cet erticle. Nous discutons d'sbord le cas d'un étet
Lf non maenftique dégénéréd de srin et non déegénéré d'orbite et d'une bande de
conduction décrite dens 1'approximetion des #lectrons libres., Nous généralisons
ensuite au ces d'une bande de conduction réelle et nous #tudions aprés 1l'influence

de la dégénérescence orbitale réelle de 1'état Lf,

Nous discutons donc d'sbord le ces d'un état L4f non dégénéré d'orbite
et d'une bande de conduction traitée en électrons libres. Les intégrales de
recouvrement des fonctions d'onde LT centrées sur deux sites différents étant
trés petites dans le cas des terres rares, la largeur "neturelle" (c'est=a-dire
sans mélange avec les électrons de conduction) de le bande Uf est trés petite
et néeclipeable. Dans le suite, on nrend la largeur "naturelle" de la bande Lf
nulle et on appelle Em son énergie. D'autre part, 1'Ytterbium est divalent avec
une couche Lf pleine : dans notre moddle sans dégénérescence orbitale, il y a
pour les deux directions de spin 2 électrons s et 2 &lectrons f, quand on ne tient
pas compte du mélange s-f, Le structure de bendes est tracde sur la figure 30 (en
pointillé ssns mélence s-f)., S'il y a des éléments de matrice Vip de mélange des
électrons de conduction et des électrons 4f, on a un réarrangement des niveaux
d‘éierpie. La nouvelle structure de bandes avec mélange s-f dépend de la direction

de k considérée ; nous étudions d'abord la structure de bendes dans une direction
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de k donnée, puis nous discutons le cas du métal réel en tenant compte du mélence




